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Тема дисертації:
1. Удосконалення технології виготовлення кремнієвих сонячних елементів для роботи при підвищених
рівнях збудження

2. Improving the technology of silicon solar cell manufacturing to work at increased levels of excitation

Реферат:
1. Дисертацію присвячено дослідженню особливостей протікання процесів фотоелектричного перетворення
енергії в кремнієвих сонячних елементах (СЕ) при підвищених рівнях збудження та розроблення на цій
основі удосконаленої технології виготовлення кремнієвих СЕ та сонячних модулів (СМ), призначених для
роботи при концентрованому сонячному випромінюванні. В дисертаційній роботі узагальнено результати
проведених експериментальних і теоретичних досліджень процесів фотоелектричного перетворення енергії
в високоефективних кремнієвих СЕ комбінованого дифузійно-польового типу та гетероперехідних (HIT) СЕ.
Показано, що для забезпечення високих значень ефективності фотоперетворення кремнієвих СЕ при
підвищених рівнях збудження, крім високих значень генераційно-рекомбінаційних, оптичних і
фотоелектричних параметрів, важливим є вирішення завдань мінімізації послідовного опору та зменшення



впливу нагрівання СЕ внаслідок роботи при концентрованих потоках сонячного випромінювання.
Розроблено модифікований технологічний маршрут виготовлення кремнієвих СЕ дифузійно-польового типу,
оптимізований для роботи в режимі концентрованих потоків сонячного випромінювання із ступенем
концентрації до 100Х, за яким виготовлено експериментальні зразки СЕ і визначено їх характеристики при
підвищених рівнях збудження. Показано, що такі СЕ мають мінімізований послідовний опір, що дозволило
отримати високі значення експлуатаційних параметрів в діапазоні концентрацій натурного сонячного
випромінювання С = 1-150Х.

2. The thesis is devoted to the study of the features of photoconversion processes in silicon solar cells (SC) at
increased levels of excitation and the development on this basis of an improved technology for manufacturing
silicon solar cells and solar modules (SM) intended for operation with concentrated solar radiation. The thesis
presents the results of experimental and theoretical studies of photoelectric energy conversion processes in high-
efficiency silicon SC of combined diffusion-field type and heterojunctions (HIT) SC. It is shown that in order to
ensure high photoconversion efficiency of silicon SC at elevated excitation levels, in addition to high generation-
recombination, optical and photoelectric parameters, it is important to solve the problem of minimizing the series
resistance and decreasing the heating of solar cells due to work with concentrated solar radiation. A modified
technological route for fabricating silicon diffusive-field type semiconductors was developed and optimized for
operation in the concentrated solar radiation regime with a degree of concentration up to 100Х; using it
experimental SC samples were made and their characteristics at elevated excitation levels were investigated. It is
shown that such SC have a minimized series resistance, which allowed obtaining of the high values of operational
parameters in the range of concentrations С = 1-150Х of full-scale solar radiation.
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